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Inventia se referd la tehnologia de obtinere a materialelor nanostructurate cu proprietati semiconductoare, ce pot fi
utilizate In optoelectronica, in special in diode elecroluminescente, fotoreceptoare pentru domeniul spectral UV.

Procedeele de obtinere a semiconductorilor pe bazd de GaN:Mg constau in aceea ca se dizolva azotat de galiu
Ga(NOs3)3-9H,0 in apa distilata, solutia obtinuti se ajusteaza pana la pH9, se efectueaza doparea cu magneziu prin
introducerea in solutie a acetatului de magneziu Mg(CH3COO), sau a acetatului de magneziu tetrahidrat
Mg(CHsC0OO)2-4H,0 cu concentratia de 0,41...2,00% mas., suspensia obtinuta se introduce intr-o autoclava, iar
procesul de autoclavare se realizeaza la temperatura de 220°C timp de 1...24 ore, particulele obtinute de Ga,03:Mg
se separara prin decantare si filtrare, se usuca la 80°C timp de 2 ore, dupa care se efectueaza procesul de nitrurare in
flux de amoniac si hidrogen, intr-un reactor de cuart, cu obtinerea nanoparticulelor sau nano- microfirelor de GaN:Mg.
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